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Dans cette variante de procede, le substrat 
intermediaire en silicium peut etre de faible cofit, par 
exemple polycristallin . Une couche additionnelle pour 
le lissage de surface, par exemple en Si0 2 , sera 
avantageusement deposee sur le substrat intermediaire. 

Dans cette variante encore, le substrat 
intermediaire peut etre en silicium de haute qualite. 
II est alors avantageux de le recuperer par exemple par 
une technique de lift-off ou par une implantation 
d'especes gazeuses suivie d'une separation ou par une 
technique prenant en compte, par exemple, une energie 
d- adhesion assez faible apres 1 • etape b) pour permettre 
une separation, par exemple, par voie mecanique, 

pneumatique... 

Dans tous les cas de cette variante, le 
substrat initial de haute qualite et/ou de cout eleve, 
par exemple en silicium de 300 mm de diametre, sera 
recupere avantageusement en utilisant, par exemple, 
lors de 1 ' etape a) une implantation d'especes gazeuses 
et lors de 1 ' etape c) une separation du reste du 

substrat initial. 

Une quatrieme variante de mise en oeuvre 
permet de procurer une interface de scellement sur le 
substrat cible de faible energie afin de liberer le 
film et de recuperer le substrat cible. Cette variante 
de mise en ceuvre, qui a beaucoup de points communs avec 
la variante precedente, permet de faire subir au film 
fixe au substrat cible un certain nombre de 
traitements, par exemple des etapes technologiques de 
realisation de composants electroniques dont des 
traitements thermiques a haute temperature. Ces 
traitements thermiques rendraient quasiment impossible 
le decollement d'un film sur un substrat obtenu par le 
procede direct. 
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On a vu precedemment qu'il est possible 
d'obtenir un scellement de faible energie du film sur 
le substrat cible, par exemple une energie de 0,5 J/m 2 . 
Le controle de la rugosite des surfaces avant mise en 
5 contact a des valeurs RMS superieures a 0,6 run permet 
d'obtenir de telles energies de scellement malgre des 
traitements thermiques k une temperature superieure h 
900°C. Ces energies sont alors compatibles pour pouvoir 
liberer le film dit processe, par decollement du 

10 substrat cible apres la mise en ceuvre des etapes 
technologiques de realisation de composants. II est 
alors possible de recuperer le substrat cible, ce qui 
peut etre avantageux en fonction de son cout. 

A titre d' exemple de substrat cible de fort 

15 cout, on peut par exemple citer un substrat de silicium 
de 300 mm de diametre. Seule la partie film du substrat 
est & utiliser pour les composants et il peut etre 
important de recuperer le substrat initial et/ou le 
support intermediaire et/ou le substrat cible. 

20 Une cinquieme variante de mise en oeuvre 

s* applique au cas ou la surface libre du film 6 
delimite dans le substrat initial est telle que 
1 ' adhesion directe sur un substrat cible est tres 
faible, par exemple & cause des rugosites sur au moins 

25 une des deux surfaces a mettre en contact. L 1 energie de 
scellement sur le substrat cible est alors insuffisante 
pour permet tre la separation du film par le procede 
direct . 

Pour resoudre ce probleme, apres 1 'etape 
30 d' implantation ionique, la premiere face de contact 8 
est preparee pour la rendre apte a un scellement, par 
exemple par le depot d * un film sacrificiel et par une 
etape supplementaire de lissage dite de planarisation . 
Selon 1' invention, on utilise un support intermediaire, 
35 par exemple un substrat de silicium eventuellement 
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recouvert d'une couche d'oxyde (par exemple de 100 run 
d' epaisseur) et pr£sentant une face de contact peu 
rugueuse, par exemple avec une valeur moyenne RMS de 
0,2 run. Le fait de coller sur une surface faiblement 
5 rugueuse assure une energie de scellement de valeur 
suf f isante pour permettre par la suite 1 ' 6tape de 
separation du film 6 du reste du substrat initial. 

Une fois la separation r£alis6e, un 
traitement thermique a haute temperature peut §tre mis 

10 en ceuvre, par exemple pour renf orcer le scellement ou 
en fonction des operations n<§cessaires pour les 
applications vis£es (diffusion d ' un element implante, 
film d'oxyde depose par la suite, etc.). Un traitement 
de surface, par exemple un polissage m£cano-chimique , 

15 permet de lisser tout ou partie de la surface r6vei£e 
du film separe de son substrat initial. 

Apres nettoyage, la surface libre du film 6 
ou du film additionnel 13 , dite deuxieme face de 
contact 14, est scellee sur le substrat cible en 

20 silicium qui est par exemple recouvert d'une couche 
d'oxyde d' environ 1000 nm d' epaisseur dont la surface 
est rendue rugueuse par traitement chimique. Le 
scellement est eventuellement adapt 6 par un traitement 
thermique mais conserve une faible valeur. A ce stade, 

25 1' energie de scellement entre le film 6 ou le film 13 
et le substrat cible 15 (ou eventuellement sa couche 
superf icielle) est plus faible que celle necessaire au 
bon deroulement de l'etape de separation film-reste du 
substrat initial. Le support intermediate 10 est 

30 ensuite retire par exemple par meulage et attaque 
chimique et la couche d' oxyde 3 est eliminee par 
attaque chimique. L' epaisseur finale du film 6 est 
adaptee par amincissement, par exemple par oxydation 
sacrif icielle. Cette epaisseur peut etre de 50 nm avec 

3 5 une tres bonne homog£neite. 
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Avantageusement, cette cinqui£me variante 
sera utilisee lorsque la rugosite de surface initiale 
des faces 2 ou 8 correspond h une topologie gravee sur 
le substrat initial ou sur la couche mince initiale ou 
sur le substrat cible. Un film d'oxyde 13 (voir la 
figure 5) de 1000 nm d'epaisseur peut etre realise, par 
exemple thermiquement , & la surface du film 6 . La 
topologie de la surface, ne permettant pas initialement 
le procede direct, peut etre reproduite a cette etape, 
par exemple par un traitement de gravure chimique. On 
peut citer comme exemple d ' application le cas de canaux 
places au niveau de 1 1 interface de scellement avec le 
substrat cible et aptes k induire un ref roidissement de 
la structure par circulation d'un fluide. Dans un autre 
domaine , on peut citer la r£al isation d ' une texture a 
1' interface de scellement du substrat cible pour des 
applications photovoltaiques . De plus, cette topologie 
peut §tre exclusivement ou partiellement realisee dans 
le substrat cible, couvert ou non de couches 
additionnelles . 

Une sixieme variante de mise en aeuvre se 
distingue de la variante precedent e en ce que le 
support intermediaire peut etre recupere . Cette 
solution s ' avere int^ressante car le support 
intermediaire est un element devant presenter une 
certaine qualite pour permettre la separation des films 
et son coQt peut alors £tre important. Le procede selon 
1 ' invention permet par exemple et avantageusement de 
conserver 1 ' energie de scellement du substrat initial 
sur le support intermediaire a une valeur juste 
superieure a 1 ' energie seuil necessaire pour permettre 
la separation entre le film et le substrat initial. 
L* energie de scellement du substrat initial et du 
support intermediaire peut etre controlee par le biais 
des rugosites des surfaces et de traitements thermiques 
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utilises eventuellement en complement du traitement de 
separation. Etant donn6 que 1 ' on peut recycler le 
support intermediaire, on peut utiliser cortime support 
des substrats chers (compatibles avec 1 ' application) ou 
5 meme prepares specialement pour faciliter le 
d£collement a 1 1 interface de premier scellement, La 
recuperation du support intermediaire apres son 
scellement au substrat cible peut etre realisee par 
exemple par une technique de "lift-off" ou de 
10 descellement mecanique et/ou pneumatique, ou encore 
suivant un proced£ en combinaison avec une implantation 
gazeuse, ces techniques pouvant etre combinees entre 
elles . 

Une septieme variante de mise en oeuvre 
15 s' applique notamment au cas ou la surface libre du film 
s6par6 du substrat initial est difficile a polir ou 
pr6sente une qualite de lissage insuffisante apres un 
procede direct. 

Les films obtenus par le procede direct 

2 0 presentent souvent aprfes 1 ' etape de separation une 

rugosite de surface a diminuer pour 1 ' application 
pr<§vue. Classiquement , un polissage mecano-chimique 
peut etre ef f ectu£ . Pour beaucoup de materiaux, par 
exemple les materiaux " durs " ( saphir , SiC , diamant , 

25 etc.), ce polissage est soit mal adapte (pas efficace 
pour polir un film du materiau dur alors qu'il a et6 
mis au point pour le meme materiau sous forme massive, 
qualite insuffisante, d6faut d 1 homogenei te 

d'epaisseur) , soit trop long (ce qui augmente le cout 

30 de fabrication). L ' invention permet de resoudre ce 
probleme . 

Prenons 1 ' exemple d'un substrat initial 1 
constitu£ par une plaquette de saphir monocristalline 
d' orientation [1-102] et polie en surface avec une 

3 5 qualite epitaxiale. La plaquette peut eventuellement 
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etre recouverte d'une couche d'oxyde de silicium. Le 
substrat initial 1 est implante par des especes 
gazeuses, par exemple par de l'hydrogene. En 1' absence 
de couche d'oxyde, l'energie d ' implantation peut etre 
de 60 keV pour une dose de 2.10 17 atomes/cm 2 . En cas de 
presence de la couche d'oxyde, l'energie d ' implantation 
est alors augments pour tenir compte de 1 ' epaisseur de 
cette couche d'oxyde. Apres preparation de la face 
implantee (premiere face de contact) , le substrat 
initial est mis en contact par adhesion moleculaire 
avec le support intermediaire. La separation du film de 
saphir est provoquee dans ou au voisinage de la couche 
f ragilisee . 

Apres cette separation, on desire obtenir 
un film de saphir de faible micro-rugosite . Pour ce 
type de materiau, un polissage mecano-chimique est tres 
long a mettre en oeuvre et la qualite et 1 ' homogeneite 
de polissage d'un film mince est difficile a maitriser. 
La qualite de la surface n ' etant pas de type epitaxial 
ou le surcout implique etant important, le procede 
direct ne peut etre applique. Le substrat initial en 
saphir etant vendu par le fournisseur de plaques avec 
une face qui est deja de qualite epitaxiale, 
1' invention permet l'obtention d'une structure empilee 
comprenant un film dont la face libre (ou face avant) 
est cette face initiale de quality epitaxiale. 

L'etape de separation du film d ' avec le 
reste du substrat initial est done realisee apres mise 
en contact adherent du substrat initial sur le support 
intermediaire via un eventuel film initial additionnel. 
Apres la separation, la face libre du film de saphir 
presente une certaine rugosite. On y depose une couche 
d'un materiau, par exemple une couche de Si0 2 , et un 
polissage mecano-chimique permet une planarisation de 
sa surface. Apres preparation de cette surface et de la 



2816445 



30 



surface correspondante du substrat cible (par exemple 
en silicium) , la deuxi&me etape de mise en contact 
adherent est r6alisee. Le retrait du support 
intermediaire r£vele la face avant initiale du film de 
5 saphir ou du film initial additionnel. Ce film initial 
additionnel peut etre avantageusement un film d'oxyde 
de silicium. Dans ce cas, il peut etre retire par 
attaque chimique pour liberer la face avant initiale du 
film de saphir. Si cette face avant est recouverte 

10 d'une couche d'oxyde, cette couche peut etre retiree 
par une attaque chimique. 

Une huitieme variante de mise en oeuvre 
s' applique au cas ou le film possede des faces 
presentant des caracteristiques dif f erentes . C ' est le 

15 cas mentionne dans 1 ' etat de la technique anterieure de 
la reprise de croissance par epitaxie sur le film 6, 
par exemple en SiC (materiau possedant une face de type 
Si et une face de type C) ou en GaN. 

A titre d 1 exemple, un substrat initial de 

20 SiC est recouvert d'une couche d'oxyde d 1 environ 400 nm 
d 1 epaisseur . Le substrat initial est implant^, au 
travers de la couche d ■ oxyde , par des atomes 
d'hydrog^ne d'£nergie 120 keV et selon une dose de 
8.10 16 atomes/cm 2 . La surface implantee est ensuite 

25 rendue hydrophile et est mise en contact pour une 
liaison par adhesion moleculaire avec une face d ■ un 
support intermediaire recouvert d'une couche d'oxyde de 
1 vim d' epaisseur par exemple. Un traitement de 
separation permet de separer le film du reste du 

30 substrat initial. Le film de SiC adhere alors au 
support intermediaire via la couche d'oxyde. Un 
traitement de surface (par exemple un polissage mecano- 
chimique ou le depot d'un film permettant une 
planarisation) permet de rendre la nouvelle surface 

35 libre du film de SiC apte a une adhesion ulterieure. 
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Cette surface libre est rendue hydrophile et est mise 
en contact pour une liaison par adhesion moleculaire 
avec une face correspondante du substrat cible. Apres 
un traitement thermique a haute temperature destine a 
5 renforcer le scellement, 1 1 energie d* adhesion 
moleculaire peut atteindre des valeurs superieures ou 
egales h 1 J/m 2 . 

Le support intermediaire 10 est ensuite 
retire, par exemple par un meulage complete par une 

10 attaque chimique, la couche d'oxyde 3 servant de couche 
d' arret ci la gravure . La couche d' oxyde 3 est enf in 
retiree par attaque au moyen d'une solution k base 
d' acide f luorhydrique ♦ L 1 <§paisseur finale du film est 
adapt£e, par exemple grtce a un traitement thermique 

15 amincissant . 

Dans cette variante de mise en ceuvre, une 
epaisseur finale du film 6 de 100 nm est obtenue avec 
une tr&s bonne homogeneity sur une majeure partie de la 
structure . La surface Iib6r6e du film correspond a la 

20 surface apte & une reprise par croissance en epitaxie. 

Une neuvieme variante de mise en ceuvre 
s' applique au cas ou 1 ' on desire recuperer le support 
intermediaire et ou le film (ou 1 ' un des films) possede 
des faces presentant des caracteris tiques diff£rentes. 

25 Cette variante est un cas particulier de la variante 
precedente . 

Apres 1'etape consistant a separer le film 
6 du reste 9 du substrat initial (voir la figure 4 ) , 
une etape d ' implantation ionique est effectuee au 

3 0 travers de la surface 12 pour induire une zone 
f ragilis^e dans le substrat intermediaire ou dans une 
des couches additionnelles d^posees sur le substrat 
intermediaire ou la couche mince 7 suivant leur nature. 
II peut s ' agir d ' une implantation d 1 hydrogene dans le 

3 5 substrat intermediaire a une Energie de 140 keV et 
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selon une dose de 8.10 16 atomes/cm 2 pour 1' exemple des 
mat^riaux cit£s a la huiti&ne variante et dans laquelle 
le substrat intermediaire est en SiC. 

Le substrat cible est mis en contact 
5 adherent avec la deuxieme face de contact. Le support 
intermediaire est alors separe de la structure empilee 
et peut etre recycle. Dans le cas d'un procede de 
realisation d'un film de SiC sur un substrat cible de 
silicium, la recuperation du support intermediaire en 

10 SiC est d'un interet economique certain. La couche 
d'oxyde 3 est retiree par attaque au moyen d'une 
solution d 1 acide f luorhydrique . L ' epaisseur finale du 
film 6 est adapt^e par amincissement , par exemple par 
oxydation sacrif icielle . 

15 Une dixi&me variante de mise en oeuvre se 

rapporte au cas ou le film et le substrat cible ont au 
moins une caracteris tique rendant incompatible le 
procede direct . II peut s ' agir du cas ou les materiaux 
constituant le film et le substrat cible ont des 

20 coefficients de dilatation thermique trop differents. A 
titre d 1 exemple on peut citer : le silicium et le 
quartz, le silicium et le saphir, le silicium et 
l'arseniure de gallium, Si et InP, Si et LiNb0 3 . Un 
traitement thermique utilise avant ou pendant 1 ' etape 

25 de separation, par le proced6 direct, provoque soit un 
descellement a 1 ' interface de mise en contact, soit une 
rupture de 1 ' un des deux elements mis en contact 
adherent . 

A titre d' exemple, on part d'un substrat 
30 initial 1 constitue d'une plaque de silicium recouverte 
d'une couche d'oxyde 3 de 400 nm d' epaisseur. Une 
couche fragilisee 5 est cre6e par implantation 
d ' hydrogene a une energie de 75 keV et avec une dose de 
6 . 10 16 atomes/cm 2 . La face de contact 8 est scellee a un 
35 support intermediaire 10 presentant un coefficient de 
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dilatation thermique compatible. Ce support 
intermediaire peut etre une autre plaque de silicium 
recouverte d ' une couche d 1 oxyde de 200 run d'epaisseur. 
Des traitements thermiques peuvent alors §tre realises. 
5 Ces traitements thermiques permettent d ' augmenter 
l'dnergie de scellement, ce qui conduira a une 
separation de qualite entre le film et le reste du 
substrat initial. Une fois la separation realisee, on 
obtient l'empilement represent^ a la figure 4. Un 

10 traitement de surface permet de minimi ser la micro- 
rugosit£ de surface du film 6. Apres une 6ventuelle 
preparation de surface, 1 ' empilement est scelle sur un 
substrat cible dont le coefficient de dilatation peut 
etre tres different de celui du substrat initial , par 

15 exemple une plaque de quartz ou de saphir et le support 
intermediaire est retire par exemple par meulage, par 
attaque chimique, par lift-off.... 

Un autre exemple de cette dixieme variante 
consiste a provoquer une adhesion a 1 ' etape b) dont 

20 l'energie . corresponde au moins a 1 ' energie seuil en 
dessous de laquelle 1 ' <§tape c) ne peut avoir lieu. 
Avant 1' etape d) , une implantation ionique, par exemple 
d'hydrogdne, est realisee dans le substrat 
intermediaire ou dans une des couches additionnelles de 

25 ce substrat intermediaire a travers la face 12. Cette 
implantation y induit une couche fragilisee dans 
laquelle s ' ef f ectuera la separation lors de 1 ' £tape e) . 
Le substrat intermediaire peut alors etre recupere et 
reutilise . 

3 0 Des exemples analogues peuvent etre obtenus 

avec des substrats initiaux constitues eux-m£mes d'une 
structure empilee, par exemple une plaque de silicium 
recouverte d 1 une couche de nitrure alors que le 
substrat cible peut etre une plaque de silicium 

35 recouverte d'une couche epaisse d'oxyde thermique. Le 



2816445 



34 



coefficient de dilatation du film de nitrure peut etre 
superieur a 4.10" 6 /K alors que celui du film d'oxyde est 
infer ieur a 10" 6 /K. Un traitement thermique a haute 
temperature utilise lors ou a la suite du procede 
direct , par exemple pour amincir le film de silicium 
par oxydation sacrif icielle, n'est pas compatible pour 
certaines conditions d'energie d' adhesion entre les 
films de nitrure et de silice. Dans ce cas, 1' usage du 
procede selon 1 * invention permet de resoudre le 
probl^me. Apres 1 1 etape c) , la couche mince est traitee 
h. haute temperature pour 1' amincir par oxydation 
sacrif icielle du silicium. Avant 1 1 etape d) , une couche 
additionnelle de nitrure ( Si 3 N 4 ) est r£alisee sur la 
face libre de la couche mince et le substrat cible est 
recouvert d'un film d'oxyde (Si0 2 ) . Les deux couches 
peuvent aussi etre depos^es sur la face libre de la 
couche mince ou sur le substrat cible . La structure 
empilee finale correspond a la couche amine ie de 
silicium supportee par les deux films de coefficients 
de dilatation tres differents. 

Suivant une onzieme variante, la 
caracteristique rendant incompatible le procede direct 
peut etre un changement de phase survenant dans un 
film. Par exemple, un film de palladium mis en contact 
avec un substrat de silicium permet une adhesion en 
f ormant un siliciure grace k un traitement thermique a 
une temperature au-dessus de 200°C. Par contre, a 
900°C, ce siliciure se degrade, rendant par exemple 
ainsi impossible une etape d' oxydation sacrif icielle h 
900°C dans le procede direct. L' invention permet de 
resoudre ce probleme. 

Apr6s realisation d'une couche mince 7 
comportant un film de silicium 6 sur un support 
intermediaire 10, le film de silicium est aminci a 
900°C par oxydation sacrif icielle, puis le film de 
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palladium est depose apres 1 ' etape de lissage de la 
face libre 12 et constitue tout ou partie du film 
reference 13. Le traitement thermique de scellement 
avec le substrat cible etant realise a une temperature 
inferieure a 870°C, le scellement sera de bonne qualit6 
et le film de silicium sera a la bonne epaisseur. 
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RKVENDICATIONS 

1. Proced£ de fabrication d'une structure 
empil£e comprenant au moins une couche mince adh£rant a 
un substrat cible (15), comportant les etapes 
suivantes : 

a) formation d'une couche mince (7) a 
partir d • un substrat initial (1), la couche mince (7) 
presentant une face libre appelee premiere face de 
contact (8) , 

b) mise en contact adherent de la premiere 
face de contact ( 8 ) avec une face ( 11 ) d'un support 
intermediate (10), la structure obtenue <§tant 
compatible avec un amincissement ulterieur du substrat 
initial, 

c ) amincissement dudi t substrat initial ( 1 ) 
pour exposer une face libre de la couche mince appelee 
deuxi^me face de contact (14) et opposee a la premiere 
face de contact (8), 

d) mise en contact adherent d'une face du 
substrat cible (15) avec au moins une partie de la 
deuxi£me face de contact (14), la structure obtenue 
etant compatible avec un retrait ulterieur de tout ou 
partie du support intermediaire, 

e) retrait d'au moins une partie du support 
intermediaire (10) permettant l'obtention de ladite 
structure empilee. 

2. Procede selon la revendicat ion 1, 
caracterise en ce que le substrat cible n'est qu'un 
support provisoire pour la couche mince, lesdites 
etapes du procede etant en totalite ou en partie 
repetees, le substrat cible etant assimile au substrat 
initial ou au support intermediaire. 
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3 • Precede selon la revendication 1 , 
caracteris<§ en ce que, a 1 ' 6tape b) et/ou a 1 ' etape d) , 
la compatibility de ladite structure est obtenue par la 
formation, a l'etape a), d'une couche mince permettant 
d» eviter des defauts d* adherence respect ivement lors de 
1 • amincissement de l'etape c) et lors du retrait de 
1 ' etape e) . 

4 . Procede selon la revendication 3 , 
caracterise en ce que ladite compatibility resulte de 
l'£paisseur donn£e h la couche mince et/ou du materiau 
ou des materiaux constituant ladite couche mince. 

5* Procede selon la revendication 3 , 
caracterise en ce que la nature du support 
intermediaire et/ou du substrat cible, en contact avec 
la couche mince, est choisie de mani£re a £viter une 
incompatibilite liee a un changement de phase de 
materiaux de la structure obtenue. 

6. Proc<§d£ selon la revendication 3, 
caracterise en ce que la nature du support 
intermediaire et/ou du substrat cible, en contact avec 
la couche mince, est choisie de maniere a eviter une 
incompatibilite liee a une het4rog<§n<§i t£ de materiaux 
de la structure obtenue. 

7. Procede selon la revendication 3, 
caracterise en ce que la nature du support 
intermediaire et/ou du substrat cible, en contact avec 
la couche mince, est choisie de maniere a eviter une 
incompatibilite liee a une difference de coefficient de 
dilatation thermique avec la couche mince. 
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8. Proced6 selon la revendicat ion 3, 
caracterise en ce que la couche mince et/ou le support 
intermediaire et/ou le substrat cible comprend 
(comprennent) au moins une couche addi tionnelle 
pr£sentant une (des) face(s) de contact. 

9 . Proc£d6 selon la revendication 8 , 
caracterise en ce que, avant l'etape d) , la couche 
additionnelle est pourvue de tout ou partie d ' au moins 
un composant. 

10. Procede selon la revendication 8, 
caracterise en ce que la couche additionnelle est 
constitute par un oxyde ou du silicium polycristallin 
ou du silicium amorphe. 

11 . Procede selon la revendication 1 , 
caracterise en ce que les etapes a) et c) sont telles 
que la premiere face de contact de la couche mince 
et/ou du support intermediaire presente une rugosity 
inferieure respect ivement a celle de sa deuxieme face 
de contact et/ou du substrat cible, la compatibility de 
structure de l'etape d) etant obtenue grace k la mise 
en contact adherent de la deuxieme face de contact de 
la couche mince et au retrait du support intermediaire. 

12 . Proctde selon la revendication 3 , 
caracterise en ce que le contact adherent de la 
premiere face de contact et/ou de la deuxieme face de 
contact de la couche mince permettant ladite 
compatibilite k 1 'etape b) et/ou h 1 1 etape d) resulte 
de 1 'utilisation d'un traitement permettant le contact 
adherent . 
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13. Procede selon la revendication 12, 
caracterise en ce que le traitement permettant le 
contact adherent est choisi, seul ou en combinaison, 
parmi les traitements suivants : polissage mecano- 
chimique et/ou ionique, interposition d'une couche 
intermediate entre une face de contact correspondante 
de la couche mince et le support intermediaire ou le 
substrat cible, traitement thermique et traitement 
chimique . 

14. Procede selon la revendication 1, 
caracterise en ce que la mise en contact adherent de 
l'etape b) et/ou de l'etape d) est realisee par 
adhesion moleculaire. 



15. Proced6 selon la revendication 1, 
caracterise en ce que la premiere face de contact de la 
couche mince presente une polarite en surface (polarite 
liee a la nature des atomes de cette surface) 
diff^rente de celle de sa deuxieme face de contact, la 
compatibilite de structure de l'etape d) etant obtenue 
grace a la mise en contact adherent de la deuxieme face 
de contact de la couche mince et du substrat cible, et 
grace au retrait du support intermediaire de la 
25 premiere face de contact de la couche mince qui devient 
ainsi une face libre. 

16. Procede selon la revendication 1, 
caracterise en ce que la compatibilite de structure 
realisee a l'etape d) est obtenue grace a la mise en 
contact adherent de la deuxieme face de contact de la 
couche mince avec le substrat cible avec une energie de 
liaison apte a un eventuel retrait du substrat cible 
apr£s 1 ' etape e) . 
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17. Procede selon la revendication 1, 
caracterise en ce que, entre l'etape c) et l'etape d) , 
il est prevu une etape intermediaire consistant a 
r£aliser des elements dans la deuxieme face de contact 
de la couche mince et/ou dans le substrat cible, la 
structure obtenue apres l'etape d) etant compatible' 
avec la presence desdits elements. 

18. Procede selon la revendication 1, 
caracterise en ce que, avant l'etape d) , il est prevu 
une etape intermediaire consistant en une operation de 
detourage permettant d'isoler au moins une zone de la 
deuxieme face de contact, l'etape d) mettant en contact 
adherent au moins une de ces zones avec le substrat 

15 cible. 

19. Procede selon la revendication 1, 
caracterise en ce que l'etape a) est realisee a partir 
d'un substrat (1) recouvert d'au moins une couche de 
materiau (3 ) . 

20. Procede selon la revendication 19, 
caracterise en ce que, apres l'etape e) , le procede 
comporte une etape consistant a eliminer la couche de 
materiau (3) recouvrant le substrat (1) de l'etape a). 

21. Procede selon l'une des revendications 
19 ou 20, caracterise en ce que le substrat initial (1) 
etant en silicium, la couche de materiau (3) qui le 
recouvre est en oxyde de silicium. 

22. Procdde selon la revendication 1, 
caracterise en ce que : 

- l'dtape a) comprend 1 ' introduction 
d'esp&ces gazeuses dans le substrat initial (1), a u 
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travers de 1 ' une (2) de ses faces correspondant a 
ladite premiere face de contact (8), pour former une 
couche fragilisee (5) separant ledit film (6) du reste 
(9) du substrat initial (1) et devant conduire a une 
fracture du substrat initial lors de l'etape c) , 

- l'etape c) consiste a realiser un 
traitement permettant l'obtention de la fracture du 
substrat initial (1) au niveau de la couche fragilisee 



(5) 



23. Procede selon la revendication 1, 
caracterise en ce que le retrait d ' au moins une partie 
du support intermediaire est effectue par une 
introduction d'especes gazeuses effectuee soit au 
travers de la couche mince apres mise en contact, soit 
au travers de la face de contact du support 
intermediaire avant ou apres sa mise en contact 
adherent avec la premiere face de contact de la couche 
mince, cette introduction d'especes gazeuses formant 
20 une couche fragilisee permettant le retrait par 
fracture d ' une partie du support intermediaire. 

24. Procede selon la revendication 1, 
caracterise en ce que la structure empire obtenue a 

25 1- issue de l'etape e) est amincie du cdte de la 
premiere face de contact. 

25. Procede selon la revendication 1, 
caracterise en ce qu'il met en csuvre un substrat 

30 initial en silicium monocristallin, un support 
intermediaire en silicium monocristallin, un substrat 
cible en silicium polycristallin ou monocristallin de 
moindre qualite que le silicium du substrat initial. 
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26. Procede selon la revendication 1, 
caracterise en ce qu'il met en csuvre un substrat 
initial en SiC ou en GaAs, un support intermediate en 
SiC ou en GaAs, un substrat cible en SiC ou en GaAs de 
moindre qualite que le materiau du substrat initial, la 
couche mince comportant du SiC ou du GaAs provenant du 
substrat initial. 

27. Procede selon la revendication 1, 
caracterise en ce que la couche mince est une couche de 
materiau choisi parmi Si, GaN, SiC, LiNb0 3 , Ge, GaAs, 
InP, le saphir et les semi-conducteurs . 
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